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単層カーボンナノチューブ（SWCNT）はナノメートルオーダーの小ささとキャリア移動度の高

さからナノエレクトロニクスへの応用が期待される．窒化ホウ素(BN)は絶縁体，二硫化モリブデ

ン(MoS2)は半導体の原子層物質である．Xiang らは SWCNT フィルムを用いて SWCNT の外側に

BN ナノチューブ，さらに外側に MoS2ナノチューブを積層させた MoS2/BN/SWCNT 積層構造を合

成した[1]．積層構造を形成するには架橋した孤立 SWCNT がテンプレートとして必要であり，ま

たデバイス応用のために合成した物質を合成基板からシリコン基板に転写する必要がある．そこ

で本研究では，Figure 1(a)に示すような孤立した MoS2/BN/SWCNT ヘテロナノチューブの合成と

転写の方法を確立することを目的とする． 

架橋 SWCNT を CVD 合成後，SWCNT 上に BN 層と MoS2層を CVD 合成した．Figure 1 (b)はラ

マン測定を行った MoS2/BN/SWCNT の SEM 像である．(c)は MoS2/BN/SWCNT 上の G バンドのラ

マンマップであり，(d)は MoS2の A1gピーク(406 cm-1)のラマンマップである．(c)，(d)から SWCNT

上に MoS2が合成されていることが確認された．ポリジメチルシロキサン (PDMS)とポリプロピレ

ンカルボナート (PPC) [2]を用いて MoS2/BN/SWCNT を転写した．Figure 1 (e)はシリコン基板上に

転写した MoS2/BN/SWCNT ヘテロナノチューブの SEM 像であり，MoS2/BN/SWCNT ヘテロナノ

チューブが転写されたことが確認された． 

 

Fig.1 (a) Schematic image and (b) SEM image of MoS2/BN/SWCNT. (c, d) Raman mapping images of 

MoS2/BN/SWCNT based on (c) G band (SWCNT) and (d) A1g peak (MoS2). (e) SEM image of 

MoS2/BN/SWCNT transferred onto SiO2/Si substrate. 
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